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1. Wprowadzenie

Polowy tranzystor zlgczowy jest elementem, ktéry umozliwia sterowanie duzym
sygnatem przy pomocy matego sygnatu. Podobnie jak w tranzystorze bipolarnym
wielkoscig sterowang jest prad wyjsciowy — prad drenu, jednak tutaj jest on sterowany
napieciem wejsciowym Ugs, @ nie prgdem bramki.

2. Cel ¢wiczenia

Badanie charakterystyk tranzystora JFET (ang. 3Junction Field Effect Transistor)
w konfiguracji wspolnego zrédta oraz wyznaczenie:

1. Dynamicznej rezystancji drenu.
2. Transkonduktancji.

3. Wspétczynnika wzmocnienia.
4. Statycznej rezystancji drenu.

2.1 Typy tranzystorow JFET

(rodzaje, symbole, nazwy wyprowadzen)

2.2 Zasada dziatania tranzystora zlgczowego

(podstawowy opis fizyki tranzystora JFET)

2.3 Charakterystyka przejsciowa i charakterystyka wyjsciowa

(podpisa¢  osie, zaznaczy¢ obszary liniowy/omowy, nasycenia/odciecia,
przebicia/lawinowy, opisac co sie dzieje w poszczegdlnych obszarach)

2.4 Parametry tranzystora JFET

- dynamiczne rezystancja drenu,
- transkonduktancja

- wspdtczynnik wzmocnienia

- statyczna rezystancja drenu

2.5 Zastosowania tranzystora JFET

- uzupetnic¢
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3 Przebieg ¢wiczenia:
Wymagane przyrzady :

Zestaw ABO8
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Rys. 1. Schemat ptytki ABO8

3.1 Wyznaczenie charakterystyki wyjsciowej

1. Obrd¢ potencjometry P1 i P2 przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara (minimalna
warto$¢ rezystancji).

2. Podtgcz amperomierz z zakresem pomiarowym ustawionym na [mA] do punktow 3 i 4.
Bedzie on wskazywat prad drenu Ip.

3. Podtacz woltomierz do punktu 1 oraz do masy - bedzie on mierzyt napiecie wejsciowe
pomiedzy bramkg a zrodtem, Ugs. Podtgcz drugi woltomierz do punktu 2 i do masy —
bedzie on mierzyt napiecie wyjsciowe pomiedzy drenem a zrédtem, Ups.

4. Przy wylaczonym zasilaczu podigcz napiecia zasilajgce -5V i +12V  do punktéw
oznaczonych na zestawie AB0S.

5. Popro$ prowadzacego o sprawdzenie potgczen uktadu oraz ustawienie i wigczenie
zasilacza.

6. Regulujgc potencjometrami P1 i P2 przeprowadz pomiary pradu Ip dla wartosci Upsi Ugs
podanych w tabeli:

Na podstawie: Scientech Technologies Pvt. Ltd. 3 Instytut Techniki UP Krakow TH



Tabela 1.

2
-

Napiecie
wyjsciowe
Upbs [V]

Prad drenu Ip [mA]

Ugs = OV

Ugs = -1V

Ugs = -2V

Ugs = -3V

0,0v

1,0V

2,0V

3,0V

4,0V

5,0V

6,0V

7,0V

8,0V

oY@ No|u N wN|=

9,0V

7. Na podstawie tabeli wykonaj wykres charakterystyki wyjsciowej tranzystora — zalezno$¢
In(Ups) dla réznych wartosci Ugs. Zaznacz obszar liniowy (omowy), nasycenia oraz
lawinowy.

3.2 Wyznaczenie charakterystyki przejsciowej

1. Przy pomocy tego samego uktadu przeprowadz pomiary pradu Ip dla wartosci Upsi Ucs
podanych w tabeli. Cze$¢ pomiaréw zostata juz wykonana wczesniej — mozesz je
przepisac.

Tabela 2.

2
-

Napiecie
wejsciowe

Prad drenu Ip [mA]

Uas [V]

Ups = 1V

Ups = 2V

Ups = 3V

Ups = 4V

Ups = 5V

-0,0V

-0,5V

-1,0V

-1,5V

-2,0V

-2,5V

-3,0V

-3,5V

O Ny LA W =

-4,0V

2. Na podstawie tabeli wykonaj wykres charakterystyki przejsciowej tranzystora —
zaleznos$¢ In(Ucs) dla roznych wartosci Ups. Zaznacz na nim napiecie progowe.
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3.3 Wyznaczenie parametrow tranzystora
Dynamiczna rezystancja drenu rq:

Rezystancja pomiedzy drenem a zrodtem podczas pracy tranzystora w obszarze nasycenia.
Oby jg obliczy¢ nalezy wyznaczy¢ nachylenie charakterystyki wyj$ciowej w tym obszarze
(wyniki z Tabeli 1).

Ty = AAUI—DS przy statym Ugg
D
Transkonduktancja gm:
Nachylenie liniowego obszaru charakterystyki przejsciowej (wyniki z Tabeli 2).
Alp
Im = Aos przy statym Upg
Wspotczynnik wzmocnienia p:

_ AUgs
U= Mo przy statym I,

lub
H=9G9m"a
Statyczna rezystancja drenu Rps
Wykresl charakterystyki:
)
Rps = ILS
D

Sprawozdanie powinno byc¢ uzupetniong wersja tego pliku, wypetniong danymi pomiarowymi,
informacjami teoretycznymi oraz wynikami obliczen oraz charakterystykami.

Materiaty:
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/unipolarne druk.html

http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/stud/ECS/wykl-11-tranzystor-fet.pdf
http://www.tu.kielce.pl/elektronika/Cw 05 Tranzystor JFET.pdf
http://www.tromil.pl/tranzystor-jfet

http://www.edw.com.pl/ea/polowe.html

http://home.agh.edu.pl/~drzepka/dydaktyka/el/ABO8.pdf
Literatura:

Paul Horowitz, Winfield Hill: ,Sztuka elektroniki”, WKt 2013

Na podstawie: Scientech Technologies Pvt. Ltd. 5 Instytut Techniki UP Krakow TH


http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/unipolarne_druk.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/stud/ECS/wykl-11-tranzystor-fet.pdf
http://www.tu.kielce.pl/elektronika/Cw_05_Tranzystor_JFET.pdf
http://www.tromil.pl/tranzystor-jfet
http://www.edw.com.pl/ea/polowe.html
http://home.agh.edu.pl/~drzepka/dydaktyka/el/AB08.pdf

